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[bookmark: _GoBack]В работе представлены результаты неразрушающего измерения послойных профилей изотопов водорода в бериллии на основе Спектроскопии Пиков Упруго-отраженных Электронов – СПУЭ и Спектроскопии Отраженных Электронов - СОЭ. Методика СПУЭ позволяет определять послойные профили изотопов водорода на глубинах порядка неупругого пробега электрона - . Величина  для энергий электронного пучка от единиц до десятков кэВ варьируется от единиц до десятка нм. Для увеличения глубины зондирования водорода следует использовать методику СОЭ, которая оперирует со спектром отраженных электронов, измеренном в широком интервале потерь энергии. Метод СОЭ позволяет детектировать водород на глубинах порядка транспортного пробега, что для энергий в десятки кэВ составляет микроны. Настоящая работа посвящена рассмотрению особенностей детектирования дейтерия, имплантированного в бериллий методом СОЭ.
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